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【はじめに】Multi-Line-Beam CLC (MLB-CLC)を用いることで結晶面方位と成長方向が均一な

poly-Si薄膜を得ることができる (図 1)。作製した低温 poly-Si TFT の ON 電流は高い値が得られ

ているが、OFF電流も高い電流値を示しており、ON/OFF比の改善が求められる。この原因とし

て結晶化領域で Donor 型欠陥が発生し、N-type 化していることが考えられる。本研究ではチャ

ネル部に不純物注入を行い、欠陥を補償することで OFFリーク電流改善を行ったので報告する。 

【実験方法】石英基板に a-Si薄膜 150 nm、Cap SiO2薄膜 100 nmを成膜し、MLB-CLC 法によりレ

ーザ結晶化を行った。BHF で Cap SiO2をエッチングし、チャネル作製のためのリソグラフィ、

ドライエッチングを行った。チャネルドーピングに使用する不純物は Boron とし、Rp を 70 nm

とし、注入量を 5×1012 cm-2, 7×1012 cm-2, 9×1012 cm-2の 3条件でイオン注入を行った。その後、

N2雰囲気中にて 550℃, 30 分の条件で活性化アニールを行った。ゲート SiO2酸化膜を ICP CVD

により成膜後、Mo を成膜・パターニングしゲート電極を形成した。S/D 形成では As をイオン

注入し、N2 雰囲気中にて活性化アニールを行った。APCVD 層間絶縁膜を形成し、BHF により

コンタクトホール開口エッチングを行った。Al を成膜・パターニングし、電極パッドを形成し

た。最後に、H2 雰囲気中にてシンタリング処理を行った。作製したデバイスは Id-Vg 特性を測

定し、ドーズ量の違いによる変化を調べた。 

【結果と考察】作製したデバイスの Id-Vg特性を図 2に示す。不純物濃度 7.1×10-19cm-3のとき OFF

リーク電流は 1×10-8A、不純物濃度 1.0×10-20cm-3のとき OFF リーク電流は 1×10-9A、不純物濃

度 1.3×10-20cm-3のとき OFF リーク電流は 3×10-11A となっており、不純物量が多いほど OFF リ

ーク電流を低減した。このことから、Boron が Donor 型欠陥を補償していることが考えられる。

また ON 電流は、不純物濃度 7.1×10-19cm-3のとき 9×10-5A、不純物濃度 1.0×10-20cm-3のとき 7×

10-5A、不純物濃度 1.3×10-20cm-3のとき 5×10-5A となっており、不純物濃度が増加するとわずか

に減少した。この原因として、チャネルドープした Boron によるクーロン散乱が考えられる。 

 

 

 

図 1．EBSD 測定による結晶性評価        図 2．作製した TFT の Id-Vg 特性 
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